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Комплекс рентгеновских измерительных систем «МиниЛаб - 6»
(на базе рентгеновского рефлектометра)

Рефлектометр построен по запатентованной рентгенооптической схеме и позволяет проводить
измерения на нескольких длинах волн. Это обеспечивает высокую надежнос ть и достоверность
измерений.

X-Ray MiniLab является многофункциональной аналитической системой и имеет 6 основных режимов
измерения:

 Рефлектометрия.
 Рефрактометрия.
 Дифрактометрия.
 Малоугловое рассеяние.
 Флуоресцентный анализ.
 Измерение спектров поглощения.

Фокусирующая поликапиллярная оптика и полупрозрачные монохроматоры, используемые в
рентгенооптической схеме, позволяют реализовать уникальные методы измерения: локальный
флуоресцентный анализ и относительную рефлектометрию, а также возможность проведения
параллельных измерений в различных участках спектра. По совокупности аналитических возможностей «X -
Ray MiLab-6» не имеет аналогов. Преимущества разработанной системы доказаны независимыми
сравнительными измерениями образцов, проведен ными на лучшем зарубежном аппарате, представленном
на международном рынке (аналитическая система D8 Discover фирм ы Bruker) и на «X-Ray MiLab-6».
Сравнительные измерения эталонов, представленных МИЭТ, МИСиС, ФИАН на «МиниЛаб -6» и на
дифрактометре фирмы Bruker "D8 Discover" показали преимущество отечественного образца. По
требованию заказчика может быть представлен Протокол сравнительных испытаний.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Угловой шаг сканирования - 0,0002о.
 Мощность рентгеновского излучателя – 300 Вт.·
 Допустимый размер образца: - до 200 мм.
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 Габариты: рабочий стол - 120 (Д) х 70 (Ш) х 78 (В) см.
 Габариты: рефлектометр – 95 (Д) х 50 (Ш) х 45 (В) см.
 Вес: рабочий стол с защитным кожухом – 95 кг, рефлектометр – 35 кг.

НАЗНАЧЕНИЕ
Неразрушающий контроль параметров кристаллических, поликристаллических и аморфных объектов, в том
числе:

 Тонких пленок.
 Сверхгладких поверхностей.
 Многослойных Наноструктур.
 Ансамблей Наночастиц.
 Порошков.
 Монокристаллов.

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 толщина тонких слоев (1 - 400 нм),
 величина шероховатости поверхностей и интерфейсов (до 0,1 нм),
 плотность поверхностных слоев,
 период многослойных структур (до 0,2 нм),
 определение радиуса кривизны поверхности (до 300 м),
 размер пор и Наночастиц (1 - 100 нм),
 параметры кристаллической решетки,
 элементный состав (от Si до U) и концентрация до 0,01%,
 в режиме измерения спектров поглощения обеспечивается измерение абсолютного содержания

примесей в материале образца.


